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Целью настоящих методических указаний по изучению курса «Физические основы микроэлектроники» является обеспечение эффективности самостоятельной работы студентов на основе усвоения материала практических работ и работы с литературой на основе рациональной организации ее изучения.

Задачи настоящих методических указаний по изучению дисциплины «Физические основы микроэлектроники» включают:

· активизацию самостоятельной работы студентов,

· содействие развитию творческого отношения студентов к учебе,

· выработку умений и навыков рациональной работы с литературой,

· обеспечение контроля за ходом самостоятельной работы студентов и ее результатами,

· управление познавательной деятельностью студентов.

Форма контроля результатов самостоятельной работы – контрольный опрос. Образцы контрольных вопросов приведены ниже.
(4 семестр).
Тема 1.1.1 Модель Друде-Лоренца для электропроводности твердых тел.
1.Как плотность тока в металле зависит от концентрации носителей заряда и величины приложенного электрического поля.

2. Как определяется дрейфовая подвижность электронов. пояснить физический смысл подвижности.

3. Как связаны электропроводность и теплопроводность металлов. 

4. Дать формулировку закона Видемана-Франца.
Тема 1.1.2 Модельные представления об электропроводности полупроводников.
1. Дать определение ковалентной связи.

2. Пояснить природу двух типов свободных носителей заряда в полупроводниках.

3. Как связаны концентрации электронов и дырок в собственном полупроводнике.

4. Какая электропроводность называется собственной и какая – примесной. Виды примесной электропроводности.
Тема 1.5.2 Термомагнитные эффекты
1. В чем заключается поперечный эффект Нернста-Эттингаузена.

2. В чем заключается эффект Риги-Ледюка.

3.Как подвижность носителей заряда влияет на термомагнитные эффекты.
Тема 1.5.4 Эффекты, обусловленные сильными электрическими полями
1.В чем заключается эффект Ганна.

2.В каком случае электрическое поле в полупроводнике считается сильным.

3. Записать эмпирическую формулу Пуля увеличения электропроводности при ударной ионизации.
Тема 1.5.7 Магнитооптические эффекты.
1. Перечислите механизмы поглощения фотонов в полупроводниках.

2. Поясните физическую сущность эффекта Кикоина-Носкова.

3. В чем заключается эффект Фойгта.
Тема 1.5.8 Акустооптические эффекты
1. Устройство и принцип действия акустооптического дефлектора.
(5 семестр).
Тема 1.5.9 Эффекты излучения света
1. Излучательная рекомбинация в p-n переходе. Условия возникновения излучательной рекомбинации.

2. Зависимость характеристик излучательной рекомбинации от ширины запрещенной зоны.
Тема 1.6.2 Пробой р-n-перехода
1. Виды пробоя. Их особенности и условия возникновения.

2. Применение различных видов пробоя в полупроводниковых приборах.
1.7.5 Лавинно-пролетные диоды.
1. Структура и устройство лавинно-пролетного диода. 

2. Применение лавинно-пролетных диодов.
1.7.6 Диоды Ганна.
1. Эффект Ганна. Условия возникновения эффекта Ганна.

2. Устройство диода Ганна.

3. Применение диодов Ганна.
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